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Introduction Générale 

Le monde des semi-conducteurs est dominé, en termes de marché, par le silicium. Ce 

dernier  a été l'un des premiers matériaux utilisés (avec le germanium) pour fabriquer des 

composants électroniques.  

Dans les années 1960, une nouvelle famille est apparue, celle des matériaux III-V 

come les alliages binaires  comme le GaAs, ternaires comme le InGaP, quaternaires comme le 

AlGaAsP.  

Les composants fabriqués à partir de ces semi-conducteurs, surtout les composées 

binaires come GaAs  qui ont des propriétés physiques remarquables, jouent un rôle majeur 

dans les applications dans le domaine de l'optoélectronique et microélectronique.  

En générale,  les composés semi-conducteurs binaires sont considérés comme une 

classe importante des matériaux et cela grâce à l’ajustement de leur paramètre du réseau, le 

gap énergétique, les constantes optiques et diélectriques qui sont des paramètres importants et 

jouent un rôle important dans les composants optoélectronique. 

Une connaissance précise de la structure de bandes du matériau étudié est nécessaire 

pour l’évaluation de son domaine d’application, les transitions directes (l’absorption et 

émission spontanée, émission stimulée d’un photon) et les transitions  indirectes en fonction 

de la composition sont particulièrement d’une importance principale pour l’étude et la 

fabrication des composants optoélectronique bien désiré. 

  Comme les  matériaux binaires  sont principaux, par leurs larges applications dans les 

cellules photovoltaïques, les photodiodes, et les dispositifs optoélectroniques tels que les 

Diodes Electro Luminescentes (DEL) ou Diode laser (DL). Les chercheurs veulent progresser 

ces composants en exécutant des nouvelles études afin d’améliorer leurs propriétés. 

Le but de ce travail, est d’avoir une connaissance détaillée des travaux faits dans le 

domaine qui peut  aider les chercheurs à tracer leurs chemins de travail pour l’amélioration 

des composants optoélectronique. 

Dans le premier chapitre nous présenterons une généralité sur les semi-conducteurs  

binaires et leurs propriétés. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Opto%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_%C3%A9lectroluminescente
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Le deuxième chapitre sera destiné à introduire  les composants optoélectroniques, les 

détecteurs et les sources et leurs propriétés optoélectroniques. 

Enfin, nous exposons dans le troisième chapitre notre travail de recherche en discutons 

les résultats du travail. 

Et nous terminerons par une conclusion générale. 
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I- 1 -Introduction   

    Les semi-conducteurs désignent les matériaux capables de relayer du courant électrique en 

ayant des propriétés physiques à mi-chemin entre le métal et l'isolant. Ce sont des éléments 

essentiels de l'électronique et de l'informatique modernes puisqu’ils permettent de contrôler à 

la fois la direction du courant et son intensité.]1] 

    La famille des semi-conducteurs  est très vaste puisqu’elle va des éléments du colonne du 

tableau périodique  IV, Si et Ge aux composés de plusieurs colonnes tels que : binaires 

ternaires, et quaternaires. 

     Dans ce chapitre, nous allons rappeler les quelques propriétés physiques des matériaux 

semi-conducteurs binaires. 

I-2- Définition des semi-conducteurs binaires   

    Les semi-conducteurs binaires sont composés de deux atomes dont la somme d’électrons 

de valence des deux atomes égale à huit.  

     Les semi-conducteurs binaires les plus courants sont les semi-conducteurs composés 

d’éléments des colonnes  III-V et II-VI du tableau périodique. 

I- 3 - Les propriétés Physiques des semi-conducteurs binaires   

I -3-1- Propriétés structurales : Structure cristalline [2] 

    Les semi-conducteurs se présentent sous plusieurs compositions chimiques avec une grande 

variété de structures cristallines. 

 Structure Zinc Blind 

    La plupart des matériaux semi-conducteurs binaire  III-V et quelques  matériaux II-VI  ont 

une structure Zinc-Blende (ZB) (Figure I-1). Cette structure est constituée de deux sous 

réseaux cubique faces centrée (cfc) . 

    La première zone de Brillouin pour la structure zinc-blende à la forme d’un octaèdre 

tronqué (Figure I -2).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Semi-conducteur_III-V
http://fr.wikipedia.org/wiki/Semi-conducteur_III-V
http://fr.wikipedia.org/wiki/Semi-conducteur_II-VI
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Figure I- 1 : structure Zinc-Blende (ZB)             Figure I- 2: Première zone de Brillouin de la       

 structure zinc blende 

 Structure Wurtzite 

    Quelques composés binaires semi-conducteurs II-VI tels que le ZnS se  cristallisent 

Wurtzite (Figure I-3).La structure Wurtzite est hexagonale.  

 

 

Figure I-3 : structure Wurtzite(w) 

 Structure de Rocksalt  

    Le Rocksalt (rs) ou structure NaCl a une base diatomique, l'atome de Cl et l'atome de Na 

consiste un trellis de FCC.(Figure I-4). 
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Figure I-4 : structure Rocksalt(NaCl) 

I -3-2 -le constante de maille et le bande interdite  

     La constante de maille est définie comme étant la distance séparant deux mailles 

consécutives, notée a sur la (figure I-5) [3]. Les bandes interdites et les constantes de maille 

des principaux semi-conducteurs sont représentées dans la (figure I.5.) Les points indiquent 

les valeurs pour les binaires et les lignes uniquement l’évolution de ces paramètres en 

fonction matériau. [4]. 
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Figure I -5 : Energie de la bande interdite de plusieurs familles de semi-conducteurs en fonction de la 

constante  de  maille [5] 

I -3-3 - Propriétés  électroniques   

       La structure de bande est la relation entre l'énergie de la particule et son vecteur  d’onde k 

dans les directions de plus hautes symétries de la première zone de Brillouin. Elles se 

décomposent en bandes de valence et bande de conduction. la bande de valence est  la plus 

basse, la bande de conduction est  la plus haute et la bande interdite  ou le gap [6].Ce gap 

correspond à l’énergie nécessaire au système pour faire passer un électron de la bande de 

valence à la bande de conduction. Le gap est par définition la largeur de la bande interdite, c'est-à-

dire la différence d’énergie entre le minimum absolu de la bande de conduction et le maximum absolu 

de la bande de valence. Dans les semi-conducteurs à gap direct, le minimum central de la bande 

de conduction correspond à des électrons de faible masse effective, donc très mobiles.                                                                                                                 

Les semi-conducteurs à gap indirect, leur bande de conduction correspond à de grande masse 

électrons effective, donc ayant une faible mobilité (Figure I-6) [7]. 
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          Figure I-6 : Structure de bande d’énergie du : A-gap indirect et B-gap direct[8] 

    La plupart des matériaux binaires possèdent un gap direct. Dans ce cas le minimum de la 

bande de conduction et le maximum de la bande de valence sont pour un même point k de la 

zone de Brillouin.  

  La largeur du gap varie en fonction de la température, généralement, cette variation est 

donnée par l'équation de Varshni [9] : 

                               𝐸𝑔(𝑇) = 𝐸𝑔(0) −
𝜶𝑻𝟐

(𝑻+𝜷)
                              (I .1) 

  

       où 𝐸𝑔(0)est l’énergie de bande interdite pour T=0 K, α et β sont des paramètres servant 

à décrire la variation de la bande interdite en fonction de la température. 

       En générale, les semi conducteurs ont une bande énergétique entre zéro et 4 eV. Le 

diamant, par exemple, possède un gap de 5.5  eV,  mais encore considéré comme un semi-

conducteur. Les matériaux qui ont  Eg= 0 s'appellent les semimetals  comme HgS ,HgTe. Les 

semi-conducteurs qui ont 0 < Eg≤ 0.5 eV s'appellent les semi-conducteurs étroits d'espace 

comme PbS , PbSe. Dans la gamme 0,5 eV < Eg≤ 2 eV , on trouve les semi-conducteurs les 

plus importants pour le domaine optoélectronique comme GaAs, Ge ,Si(Figure  I-7 ). 



Chapitre I                                      Généralités sur les proprétés des semi-conducteurs binaaires  

8 

   

 

Figure I-7 : Bandes d’énergies pour les matériaux (a ,b) ,semi-conducteur(c), isolateur(d) 

 I -4 - Propriétés optiques 

  L'interaction d'un électron avec un photon se fait, comme toute interaction, avec 

conservation de l'énergie et du vecteur d'onde. Les transitions optiques directes entre les 

extrêmes des bandes de valence et de conduction apparaissent verticales  radiatives dans le 

diagramme de bande des électrons. Dans le cas d’un semi-conducteur à bande interdite 

indirecte, les transitions optiques à travers le gap ne peuvent avoir lieu que grâce à une 

interaction supplémentaire : transitions obliques (non radiatives).(Figure  I-8) 

  

 

Figure I-8 : les transitions optiques directes et indirecte[10] 

Les états  occupés 
Energie 

Métal 
Isolateur Semi conducteur 

Bande de conduction 

Bande de valence 
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     -Les caractéristiques optiques des matériaux sont : 

  Le coefficient de réflexion R :  

       R = 
(𝑛−1)2 +𝒳²

(𝑛+1)2 +𝒳²
                                                                 (I .2) 

 Où χ est le coefficient d'extinction 

  et le coefficient de transmission  T : 

       𝑇 =
4𝑛

(𝑛+1)2+𝒳²
                                                                            (I .3) 

Où  n est : l’indice de réfraction                                                                                                        

En générale,  l’indice de réfraction est lié à la constante diélectrique par la relation : (n ≈ √ε
r
). 

  I -5 - Les groupes semi-conducteurs binaires  

     Nous représentons quelques paramètres caractéristiques pour les déférentes familles des 

matériaux  semi conducteurs binaires (T=300K°) : 

 Les semiconducteurs binaires groupe III-V. 

 Les semiconducteurs binaires groupe II-V. 

 Les semiconducteurs binaires groupe I-VII. 

 Les semiconducteurs binaires groupe IV-IV. 

 Les semiconducteurs binaires groupe IV-VI. 

 Les semiconducteurs binaires groupe XI-VI. 

 Les semiconducteurs binaires groupe I-V. 

 Les semiconducteurs binaires groupe X-VI. 

Note : (les paramètres) :      Eg ( gap(ev)) ;        Dir (direct) ;     Ind (indirect)  

ε
r
(constante diélectrique)   ; 𝑛𝑟(indice réfraction) ; μ

𝑒
 𝑒𝑡 μ

𝑡
 (la mobilité électron et la mobilité 

trou (𝑐𝑚²
𝑉. 𝑆⁄  ) );a (constante de maille(A°)
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le composant 𝑬𝒈(ev) dir/indir a (A°) Structure 𝒏𝒓 
𝜺𝒓 μe 𝝁𝒕 

AlN 6,28[11] dir[11] 3,111[2] w[2] 3,32[2] - - - 

ALP 35.2 [2] dir[11] 5,462[2] zb[2] 3[2] - 80[2] - 

ALAS 2,228[11] indir[11] 5,66[15] zb[2] 2,97[15] 12[15] 1000[2] 80[2] 

ALSB 1,5;; [12] indir[11] 6,335[2] zb[2] 3,4[2] - 200[2] 300[2] 

GaP 2,35[11] indir[11] 5,45[2] zb[2] 3,37[17] 10.1 [12] - - 

GaN 3,44[13] dir[11] 3,189[2] w[2] 2,4[17] 9[17] 1500[2] - 

GaAs 1,42 [2] dir[11] 5,653[2] zb[2] 3,4[17] 12,8[17] 8500[2] 400[2] 

GaSb 0,72 [2] dir[11] 6,478[2] zb[2] 3,9[2] 12.5 [12] 5000[2] 1000[2] 

InN 0,9;2,2[2;11] dir[11] 6,058[2] w[2] - - - - 

InP 1,35[11] dir[11] 3,615[2] zb[2] 3,37[2] - 4000[2] 600[2] 

InSb 0,18;0,237[12;11] dir[11] 6,478[2] zb[2] 3,75[2] 15.9 [12] 100000[2] 1700[2] 

InAs 0,33;;0,418[12; 11] dir[11] 6,058[2] zb[2] 3,42[2] - 22600[2] 200[2] 

BN 7,5[2] indir[19] 3,6155[15] zb[15] - - - - 

BAs 1,25[22] indir[19] 4,777[15] zb[15] - - - - 

BSb 0.75[19] indir[19] 5.252[19] zb[19] - - - - 

Tableau I-1  les  semiconducteurs  binaires groupe III-V 
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Le composant  𝐄𝐠(𝐞𝐯) Dir /indir a(A°) Structure 

 

𝒏𝒓 εr μ
e
 𝝁𝒕 

ZnO 3,2;3,4;3,437[12;2;11] dir[11] 3,25[2] w [1] 2,02[15] 7,9[15] 125[14] 

 
ZnS 3,7;3,6;3,91[12;2;11] dir[11] 5,41[2] Zb[2] 3,75 

 

165[14] 5[14] 

ZnSe 2,6;2,58;1,82[12;2;11] dir[11] 5,6686[2] Zb[2] 2,89[15] 8,1[15] 500[14] 30[14] 

ZnTe 2,1;2,25;2,39[12;2;11] dir[11] 6,103[2] Zb[2] 3,56[15] 9,7[15] 340[14] 7[15] 

CdO 2,16;0,8[2;11] indir[11] 4,7[2] rs [2] 2,32[22] - - - 

CdS 2,42;2,58;2,514[2;11;13] dir[11] 4,162] w [2] 2,5[15] 8,9[15] 340[14] 340[14] 

CdSe 1,7;1,73;1,84[12;2;11] dir[11] 6,5[2] Zb[2] 2,49[22] 10,6[15] 650[14] 

 
CdTe 1,5;1,6[12;11] dir[11] 6,4816[2] Zb[2] 2,75[15] 10,9[15] 1050[14] 100[14] 

HgS 0[11] dir[11] 5,852[2] Zb[2] - - 50[2] - 

HgSe 0,6;-0,15;0[12;2;11] dir[11] 6,084[2] Zb[2] - - 18500[2] - 

HgTe (-0,15);0[2;11] dir[11] 6,461[2] Zb[2] 3,7[2] - 22000[2] 100[14] 

CaS 5,4[12] - - - 2,05[19] - - - 

CaSe 5[12] - - - 2,09[22] - - - 

CaTe 4,3[12] - - - 2,17[22] - - - 

SrO 5,8[12] - - - 1,87[22] - - - 

SrS 4,8[12] - - - 2,11[22] - - - 

SrSe 4,6[12] - - - 2,13[22] - - - 

SrTe 4[12] - - - 2,21[22] - - - 

BaO 4,2[12] - - - 1,98[22] - - - 

BaS 4[12] - - - 2,21[22] - - - 

BaSe 3,7[12] - - - 2,38[22] - - - 
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BaTe 3,4[12] - - - - - - - 

BeS 2,75[18] Indir[ 18] - - - - - - 

BeSe 2,39[18] Indir[18] - - - - - - 

BeTe 1,8[18] Indir[18] - - - - - - 

MgS - - 5.62[6] rs[26] 2,11[22] - - - 

MgSe 5,6[12] - 5.91[6] rs[26] 2,03[22] - - - 

MgTe 4,7[12] - 6.42[6] W[26] 2,12[22] - - - 

CaO 6,15[7] - - - 1,84[22] - - - 

MgO 7,3[2] - - rs[2] 1,74[22] - - - 

Tableau I.2:Les semiconducteurs  binaires groupe II- VI 

Le composant Eg(ev) Dir /indir a (A°) Structure 𝒏𝒓 ε
r
 μ

e
 𝝁𝒕 

CuBr 2.9;3.077[12;11] dir[11] - - - - -  - 

CuCl 3.395[11] dir[11] - - - - - - 

CuL 3.115[11] dir[11] - - - - - - 

AgCl 3.249[11] dir[11] - - - - 50[22] -  

AgBr 2.684[11] indir[11] - rs[2] - - -  - 

AgL 2.8;3.024[12;11] dir[11] - - - - - - 

Tableau I.3:Les semiconducteurs binaires groupe I-VII 
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Tableau I-4  Les  semiconducteurs  binaires groupe IV- VI 

 

Le composant Eg(ev) Dir /indir a(A°) Structure 𝒏𝒓 ε
r
 μ

e
 𝝁𝒕 

SiC 2.3; [12;] - 3.08 [16] w[11] - 9.7[17] 380[17] 70[17] 

SiGe 1.2 [20] - 5.45 [24] Zb [24] - - - - 

SiSn - Indir[25] 5.9[24] Zb[24] - - - - 

GeSn - Dir[25] 6.22[24] Zb[24] - - - - 

 

Tableau I-5 Les semiconducteurs binaires groupe IV- IV 

 

Le composant Eg(ev) Dir /indir a (A°) Structure 𝒏𝒓 εr μe 𝝁𝒕 

PbO 2.3[12] - - rs[2] - - - - 

PbS 0.40; [12] dir[15] 5,93[15] rs[2] 3.7[15] 170[15] 550[15] 600[15] 

PbSe 0.25[12] dir[15] 6,124[15] rs [2] - 250[15] 1020[15] 930[15] 

PbTe 0.31[12] dir[15] 6.46[15] rs [2] 3.8[15] 412[15] 1620[15] 750[15] 

GeS 1.8[19] dir[23] - rs [.23] - - - - 

GeSe 1.53[23] dir[23] [23]4.4 rs.[23] - - - - 

GeTe 0.1[23] dir[23] 3.0[22] rs [23] - - - - 

SnSe 0.89[21] indir[21] 4.46[22] rs[23] - - - - 

SnS 1.3; [12] indir[] 4.34[23] rs[23] - - - - 

SnTe 0.5 [23] dir[23] 6,32[23] rs [23] - - - - 
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Le composant Eg(ev) Dir /indir a(A°) Structure 𝒏𝒓 ε
r
 μ

e
 𝝁𝒕 

CuS 2.15[28] - - - 2.44[28] - - - 

CuO 1. 5 [27] dir[27] - - - - - - 

Tableau I-6 Les semiconducteurs  binaires groupe XI-VI 

Le composant Eg(ev) Dir /indir a(A°) Structure 𝒏𝒓 εr μe 𝝁𝒕 

KSb 0.9[12] - - - - - - - 

CsSb 0.8 [12] - - - - - - - 

Tableau I-7 Les semiconducteurs binaires groupe I-V 

le composant Eg(ev) Dir /indir a(A°) Structure 𝒏𝒓 εr μe 𝝁𝒕 

MnTe [ 1.3- 1.27][29] - - - - - - - 

NiO 3.8[30] - - - - - - - 

Tableau I-8 Les semiconducteurs  binaires groupe X-VI 
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 Conclusion 

    Dans le premier chapitre, nous avons regroupé quelques propriétés générales des 

matériaux  binaires que nous allons étudier et les caractéristiques de ces matériaux en insistant 

spécialement les propriétés des structures électroniques et propriétés optiques. 
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     II-1 Introduction 

       L’optoélectronique est un domaine qui touche les phénomènes optiques en relation 

avec les porteurs de charges géneralement dans les semi-conducteurs et qui exploite 

essentiellement les phénomènes d'électroluminescence dans les semi-conducteurs pour les 

photoémetteurs et les phénomènes, en quelque sorte, inverses pour les photorécepteurs. 

     Dans ce chapitre nous présenterons une introduction générale sur ces composants 

ainsi que  leurs propriétés optoélectroniques. 

 

II-2 .Matériaux semi-conducteurs pour l'optoélectronique  

      Les matériaux semiconducteurs interviennent essentiellement dans les émeteurs et les 

détecteurs  optoélectroniques.  

Voyons quel est  le domaine de longueurs d’onde en fonction de leurs applications. 

   Le choix  du semi-conducteur sera en fonction de l’application visée : 

Photodétécteur  𝐸𝑔 <
ℎ𝑐

𝜆
         avec : 𝐸𝑔 =

ℎ𝑐

𝜆
 ;ℎ =costante de Planck 

Emeteure 𝐸𝑔 ≈
ℎ𝑐

𝜆
                                  c= vitesse de lumiére ;λ=longeur d’onde 

 

Figure II-1: La variation de la longueur d'onde en fonction du gap 
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II-3  Interactions matière-rayonnement dans les semi-conducteurs [31] 

-Transmission radiative : émission et absorption de lumière par un semi-conducteur 

(Figure II-2). 

-Transmission non radiative : transfert d’énergie par chaleur 

 

 Absorption : 

Absorption : lorsqu’un photon incident cède son énergie à un électron de la BV et le 

fait "monter" dans la BC, créant une paire électron-trou ; c'est un processus de génération 

radiative. 

 Emission spontanée : 

     Emission spontanée où un électron "redescend" spontanément sur un état libre de la 

BV : c'est un processus de recombinaison radiative. 

 Emission stimulée :  

     Emission stimulée : lorsqu’un photon incident induit la recombinaison radiative d'une 

paire  électron-trou. Le photon émis a même phase et même direction que le photon incident ; 

pouvant être amplifie et exploité dans tous les  types de LASER. 

 

 

Figure II-2 Absorption, émission spontanée et émission stimulée. 

 



Chapitre II                   Indroduction sur les composants  optoélectroniques à semi-conducteurs  
 

21 
 

II-4 :Les  émetteurs (les sources)  

II-4. 1 : Diode électroluminescence (LED)  

      La diode luminescente, généralement connue sous le nom de  LED, est une jonction de 

semi-conducteur p-n. ; les différents métaux servants de base à la fabrication de ces diodes 

lumineuses sont choisis en fonction de la couleur de la lumière à produire, L'avancement 

significatif était rendu sur les matériaux à gap directs pour l'électroluminescence efficace. [32] 

    L’origine de l’émission de lumière dans la LED est la recombinaison spontanée des paires 

électrons/trous. Elle fonctionne sous une polarisation directe (V > Vo)(Figure II-3). Une LED 

se comporte électriquement comme une diode (Figure  II-4). 

 

 

Figure II-3 : polarisation directe LED                      Figure. II-4 :La caractéristique (IF )( VF) 

 

Elle est caractérisée par une longueur d’onde d’émission ( λ=hc/Eg), une barrière de 

potentiel (𝑉0) de la jonction (tension de seuil) et une largeur  spectrale : ~kBT 

On trouve des LEDs à usage générale dans les teintes bleu, verte, jaune orange, 

rouge et proche infrarouge ; on construit actuellement des LEDs à émission 

ultraviolette et à spectre blanc.(Figure II-5) 
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Figure II-5 : Diagramme de chromaticité. Sur les bords du diagramme se trouvent les couleurs 

monochromatiques. La lumière blanche est au centre du diagramme. Les triangles numérotés de 1 à 3 

correspondent aux coordonnées chromatiques de DELs bleue, verte et rouge respectivement. 

 

Elle s’allume de dix à cent fois plus rapidement que des sources de lumière à 

incandescence (~0,01 sec) , dégage de faible chaleur, résistante aux chocs et vibrations, a une 

longue vie (10 ans) et mort «progressive». En revanche, elle est plus chère que les 

technologies traditionnelles, dépend de la température et des conditions d’utilisation, a besoin 

d’un dispositif d’évacuation de la chaleur en cas de fonctionnement à température élevée. [33] 

II-4-2 : La diode laser  

    Le laser (amplification optique par l'émission  stimulée du rayonnement) basé sur le 

phénomène de l'émission stimulée, qui a été  postulée par Einstein dans les années 1910. La 

lumière laser est intense et cohérente. Le principe du laser est illustré dans (figure II-6) [34]. 

Le milieu actif, d’où le laser prend son nom, peut être gaz, liquide,  solide amorphe, ou semi-

conducteur.  

        le trois  principale composants d’un laser sont les suivants :un milieu active et un 

mécanisme du pompage et un résonateur optique (Figure II-6)  
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Figure II-6. Schéma d’un system laser 

    Le laser à semi-conducteur s'appelle également laser à injection,  laser à jonction ou 

diode laser. 

      Dans la diode laser, le milieu amplificateur est un matériau semi-conducteur à gap 

direct (dans lequel les recombinaisons électron-trou sont de type radiatif). Le pompage est 

obtenu par injection de courant dans une jonction P-N (figure II -7). polarisée en direct. 

Un courant circulant peut former des pairs électrons –trou, lorsqu’une paire se recombine, 

émet un photon qui peut à son tour stimuler l’émission d’autres photons La structure 

résonante peut être  une cavité de Fabry-Pérot ou autre types.[35] 

 

 

Figure II-7 :.schéma de bases diode laser 

       La figure II-8, montre les variations de la puissance optique d’émission en fonction du 

courant injecté. [36] Cette courbe est la caractéristique du laser. Dans la première partie la 

diode se comporte comme une diode électroluminescente (LED) avec seulement une émission 

spontanée car l'inversion de population n'a pas encore eut lieu. A partir d'un certain seuil de 

courant, la diode se comporte comme une diode laser avec une émission stimulée. (Partie de 

la courbe vers la droite). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Interf%C3%A9rom%C3%A8tre_de_Fabry-Perot
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Figure II-8 .Puissance lumineuse en fonction du courant injecté 

     Le rendement total est le rapport entre la puissance lumineuse émise et la puissance 

électrique consommée : 

ᶯ𝑡𝑜𝑡 =
𝑃𝑙𝑢𝑚

𝑃é𝑙𝑒𝑐
 

 

II-5- L’amplificateur optique à semi-conducteurs (SOA) 

L’amplificateur optique à semi-conducteurs (SOA), parfois appelé un laser de semi-

conducteur,  est un composant attractif pour les futurs réseaux de télécommunications tout-

optiques multicolores. Le principe du SOA est basé sur la création d’une inversion de 

population utilisée pour l’amplification du signal optique d’entrée via émission stimulée. [38]                                                                                                                    

II-6- Photo -détecteur (photo réception)       

    Une photodiode est un composant semi-conducteur ayant la capacité de détecter un 

rayonnement du domaine optique et de le transformer en signal électrique,  Ce mécanisme est 

également connu comme l'effet photoélectrique interne. 

Les photodiodes sont des dispositifs de conversion d’énergie de la lumière [39]. Un 

photon incident peut créer une paire électron-trou ; cette paire ne se recombine pas, car le 

champ Ei la sépare du courant créé ; cette séparation produit le courant inverse(figure II-9). 
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Figure II-9 : principe photodiode PN 

Lorsque la lumière arrive sur la jonction de la diode, elle génère un courant électrique 

 L’expression du courant traversant la jonction est : 

                                                              (II-1) 

avec:𝐼𝑠: densité de courant photogénéré et 𝐼𝑝ℎ : courant de saturation 

La photodiode polarisée est conçue pour permettre la réception du flux lumineux, sous une 

polarisation inverse, le courant circulant dans une photodiode polarisée en inverse est 

proportionnelle au flux lumineux. Une source de tension E polarise la photodiode en inverse 

(figure II-10), le courant I est converti en tension par la résistance R. 

Dans le cas d’absence de source externe de polarisation, la photodiode fonctionne en 

convertisseur d’énergie, appelé mode photovoltaïque, elle est en mesure de créer, soit la 

tension en circuit ouvert soit le courant de court circuit. 

     
 

Figure II-10 :           Mode photovoltaïque   Mode photoconducteur 
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       Les détecteurs photovoltaïques sont en principe des cellules solaires. La cellule 

photovoltaïque est le composant électronique de base, utilisant l'effet photoélectrique. 

Plusieurs cellules reliées entre elles forment un module solaire photovoltaïque . 

 

 

Figure. II-11  Caractéristique courant-tension d’une cellule solaire 

 

     Le rendement de conversion d’énergie est le rapport de la puissance générée et de la 

puissance du rayonnement solaire incident P0. On appelle rendement maximal, le rapport 

entre la puissance maximale et la puissance P0 [40]: 

ᶯ𝑚 =
𝑉𝑚𝐼𝑚

𝑃0
= 𝐹𝐹 

𝑉𝐶𝑂   𝐼𝐶𝐶

𝑃𝑂
 

   Avec : 

Icc : Densité de courant de court-circuit (mA.cm-²) 

Vco: Tension de circuit ouvert (V) 

FF: Facteur de forme (%) 

   

    Il existe un grand nombre de technologies mettant en œuvre l'effet photovoltaïque. 

Beaucoup sont encore en phase de recherche et de développement. 

On peut citer deux types  de photodiodes. Photodiode avalanche qui a une jonction p-n 

soumise à une tension inverse élevée, très près de sa tension de claquage. Ce type détecteur 

peut se révéler très sensible, puisqu’il est capable détecteur  un seul photon [41]. Photodiode 

Schottky qui est constituée par un contact métal/ semi conducteur, émission d’électrons se fait 

du métal vers le semi conducteur. L’avantage de ce type de photodiode réside dans sa 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_photovolta%C3%AFque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_photovolta%C3%AFque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Composant_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_photo%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Module_solaire_photovolta%C3%AFque
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simplicité et dans le fait que la couche métallique, si elle est réalisée suffisamment fine, est 

transparente au rayonnement dans le domaine du proche UV [42]. 

Conclusion    

    Nous avons présenté dans ce chapitre les principes de fonctionnement des sources et des 

détecteurs à semi-conducteurs, ainsi que leurs principales caractéristiques. 

     Nous étudierons, dans le dernier  chapitre, les composants  optoélectroniques à base de 

matériaux  binaires. 
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III .1. Introduction 

Les semi-conducteurs binaires comme GaAs représentent actuellement une classe 

importante de matériaux dans le domaine technologique. Ils sont très intéressants dans le 

domaine de l’optoélectronique. 

 Dans les composants optoélectroniques, on traite le problème de phénomènes 

d’interaction du rayonnement avec le semi-conducteur. Pour l’émission et la réception de 

rayonnement  de la lumière, on trouve les diodes, les diodes lasers et l’amplification optique 

pour la première et les cellules photoconductrices, les photodiodes et les cellules solaires pour 

la deuxième.  

 Pour étudier les caractéristiques de ces composés, les chercheurs essayent de mettre 

en œuvre plusieurs programmes numériques et expériences pratiques dans les laboratoires 

afin d'améliorer la qualité et le rendement  énergétique. 

 Dans cette étude, nos résultats qui sont résumés dans des courbes se base sur la base 

de donné fournie par le site (SNDL).  On a choisi une période (les dix dernières années) pour  

que la variation du nombre des chercheurs n’aura pas d’influence considérable sur les 

courbes. Dans notre recherche sur le site, on a basé sur les articles contenant les composants 

optoélectroniques à semi conducteur binaire et en utilisant les mots clés suivants :  

Semiconductor Binary ; compound optoelectronic ; LED ;  Light Emitting Diodes ; laser 

diode ; DLs ; lasers Semiconductor ; AOS ; amplifier optic ; solar cells ;  PV ; TPV ; 

photovoltaic ; Termophotovoltaic ; photodiode ; PAD ; PSD. 
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III- 2 Classification des matériaux à semi conducteurs binaires : 

On a classifié les matériaux  binaires en  quatre  groupes,  en prenant compte du : 

1-nombre d'articles qui traite le semi-conducteur binaire dans la période spécifiée (10 ans). 

2-nombre de composants optoélectroniques qui utilise le semi-conducteur binaire.  

D’après notre recherche, GaAs (Arséniure de gallium), GaN(Nitrure de gallium)  

CdTe(Tellurure de cadmium)  peuvent être considérés comme les semi-conducteurs binaires 

les plus utilisés dans les composants optoélectroniques .On peut les grouper dans un groupe 

qu’on l’appelle A. 

Les composés qui sont moins utilisés dans la période que nous avons choisi  , il sont 

groupés dans un autre groupe qu’on l’appelle B. Ils sont : SiC (Carbure de silicium),GaSb 

(Antimoniure de gallium),GaP (Phosphure de gallium) ,CdSe(Séléniure de cadmium) et 

SiGe(Silicium-germanium).  

Le groupe C, regroupe les  composés qui ne sont  pas utilisés généralement  seuls dans 

la  fabrication  des composants optoélectroniques, voir Tableau III.1. 

 

Tableau III.1 : Les composés du groupe C. 

 

Composant Appellation 

InP Phosphure d'indium 

InN Nitrure d'indium 

InAs Arséniure d'indium 

ZnO Oxyde de zinc 

ZnTe Tellurure de zinc 

ZnSe Séléniure de zinc 

CdS Sulfure de cadmium 

NiO oxyde de nickel 

CuO Oxyde de Copper(II) 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9niure_de_gallium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nitrure_de_gallium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tellurure_de_cadmium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antimoniure_de_gallium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphure_de_gallium
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A9l%C3%A9niure_de_cadmium&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Silicium-germanium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphure_d%27indium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nitrure_d%27indium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9niure_d%27indium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_de_zinc
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tellurure_de_zinc&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9l%C3%A9niure_de_zinc
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulfure_de_cadmium&action=edit&redlink=1
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Les composés du groupe D , malgré qu’on les trouve dans la littérature, ils n’ont pas 

trouvé d’articles dans la période spécifié, voir Tableau III.2. 

 

 

Tableau III.2  : les composés du groupe D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Composant 

III –V AlP ;AlN ;AlAs ;AlSb ; ;InSb ;BN ;BAs ;BSb ;BP ;  

II –VI ZnS ;CaS ;CaO ;CaSe. ;CaTe.SrS ;SrO ;SrSe ;SrTe ;BaO  

;BaS ;BaTe ;BaSe ;BeS ;BeSe ;BeO ;BeTe ;MgS ;MgSe. 

MgTe ; MgO ;HgS ;HgSe ;HgTe.CdS ;CdO ; 

I-VII CuBr.CuCl ;CuL ;AgCl ;AgBr ;AgL 

IV- IV SiSn ;GeSn ; 

IV- VI PbO ;PbS ;PbSe ;PbTe ;GeS ;GeSe ;GeTe ;SnSe, SnS;SnTe 

 

I-VI CuS 

I-VI CsSb ;kSb 

I-VIII MnTe 
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III.3-Courbes et Discussion 

 III.3-1 Groupe A 

 GaAs  

Figure III-1 présente la variation du nombre d’articles avec les années 

 
Figure III-1 la variation du nombre d’ articles avec les années pour les composants 

optoélectroniques base à GaAs. 

On peut constater que le nombre de travaux sur les cellules solaires à base de GaAs 

dépasse les travaux faites sur le LED et les DL dans les dernières années, on peut voir aussi (a 

partir de 2010) une pente positif, relativement grande dans la courbe concernant les PV. Dans 

cette période, on peut constater que dans la plupart des travaux le GaAs est associé aux Si ou 

Ge et il est  utilisé avec d’autre composés dans une hétérojonction [43][44][45][46] [47] [48] 

La courbe du laser (DL) à une moyenne de trente articles par année, cette stabilité de 

la courbe peut être expliquée par l’invariance du rendement durant cette période. [49] 

[50][51][52] 

La courbe de la LED est similaire à celle de DL avec une moyenne plus petite et 

comme on va voir prochainement, GaN attire plus les chercheurs. [53][54] 
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L’amplificateur optique à le moins d’article  pour GaAs dans cette période car il est mois 

utilisé que les autres composants dans l’industrie ainsi qu’on préfère  les composants 

quaternaires pour l’amplification de  la lumière. 

 GaN  

Figure III-2 présente la variation du nombre d’articles avec les années 

 

Fig III-2 la variation du nombre d’articles avec les années pour les composés optoélectroniques base à 

GaN 

On n’a pas représenté la courbe de PV dans Fig III-2 car on a trouvé qu’en environ six 

publications dans cette période, à cause de son gap qui est de 3.4 eV. 

Les chercheurs favorisent GaN pour la LED. La LED à base de GaN dans une 

hétérojonction avec d’autres semi-conducteurs peut donner la LED blanche 

[55][56][57][58][59][60] [61] [62]  

Dans le laser à base GaN reste moins utilisé [63] 
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 CdTe 

Figure III-3 présente la variation du nombre d’articles avec les années 

 

Figure III-3 la variation du nombre d’articles avec les années pour les composés optoélectroniques 

base à CdTe  

       Malgré sa toxicité quand il s’oxyde, CdTe reste la base des PV dans une centaines 

d’articles à cause de son gap (1.5 ev).[64][65][66][67][68] 

Une couche mince d’un autre matériau peut mettre  CdTe à l’abri de  l’oxygène.  

On n’a pas trouvé d’article pour les LED et les DL à base CdTe dans cette période. 
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III 3.2.Les Groupe B 

 SiC 

Figure III-4 présente la variation du nombre d’articles avec les années 

 

Figure III-4 la variation du nombre d’articles avec les années pour les composants 

optoélectroniques base à SiC 

(PD) :Photodiode 

SiC est un semi-conducteur binaire à un large gap. Il est rarement utilisé dans les sources 

optoélectroniques à cause de son gap indirect.  

On peut noter qu’on a trouvé SiC sous d’autre forme SiC -4H [69], SiC -6H[70] ,SiC-

3C.[71] 
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 CdSe 

Figure III-1 présente la variation du nombre d’articles avec les années 

 

Figure III-5 la variation du nombre d’articles avec les années pour les composants optoélectroniques 

base à CdSe 

CdSe comme CdTe ne peut être utilisé que pour les PV et  ne peut pas être utilisé pour d’autre 

groupe optoélectronique à cause de sa toxicité.[72]  
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 SiGe 

Figure III-6 présente la variation du nombre d’articles avec les années 

 

Figure III-6 la variation du nombre d’articles avec les années pour les composants optoélectroniques 

base à SiGe 

SiGe utilisé dans les DL et les PV [73]à raison de six articles par année. 

 GaSb 

Figure III-7 présente la variation du nombre d’articles avec les années 

 

Figure III-7 la variation du nombre d’articles avec les années pour les composants optoélectroniques 

base à GaSb 
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GaSb a 0.72 ev de gap ce que lui permet d’emettre dans l’infrarouge et de detecter la 

chaleur. on na trouvé quelque articles qui ne dépasse pas sept articles par année pour les 

diodes laser [74] et environ six articles dans toute la periode por les cellules 

photovltaiques[75]. 

 GaP 

GaP a un gap indirect .Il était utilisé comme LED avant notre periode choisie et comme PV à   

la fin de cette [76] [77] 

Le Groupe C :  

 Les composés de cet groupe  sont utilisés dans la fabrication des composants 

optoelectroniques. ils sont des substrats en couche mince dans les PV, comme InP et ZnO 

[78][79]. Les LED et les DL utilisent, en génerale, InP comme substrat , sinon ils utilisent les 

autrs composés du groupe C .On note que InAs et toxique et dangeraux pour l’environnement. 

 Les  composants Groupe D : 

Les composés du groupe D peuvent être classés comme des isolants si le gap est grand 

comme CaO ,CaSe et des semimetals si le gap est petit comme PbS , PbSe. 
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III-4 Les composants optoélectronique utilisant les composées binaires 

III-4-1 :Cellule photovoltaïque : 

  Les cellules photovoltaïques ont une part importante parmi d’autres composants 

optoélectroniques dans le nombre d’articles publiés dans la période choisie. Dans le tableau 

III-3, on expose les avantages, les problèmes rencontrés et les solutions s’ils existent pour 

chaque composés.    

Composé Les Avantage Les problemes Les solutions 

 

 

 

 

 

 

GaAs 
 

1.le rendement élevé[80] 

2.la possibilité de réaliser sur 

la couche épitaxiée de 

matériaux semiconducteurs 

dopés autres que GaAs, 

comme GalnP Avec deux 

cellules solaires 

GalnP/GaAs[78] 

1.coût du substrat de 

GaAs, beaucoup plus 

élevé  

2.fragilité des substrats 

de GaAs, qui rend 

difficile leur utilisation 

embarquée sur des 

satellites.  

épitaxies sur un 

substrat de 

germanium cristallin 

(le germanium est un 

matériau quasiment 

accordé en paramètre 

de maille avec GaAs, 

ce qui permet 

l'épitaxie) [81] [82] 

CdTe  

1. absorption importante (105 

cm–1) 

2.  Ionicité  élevée : liaisons 

fortes (stabilité) 

 

1. structure complexe, 

matériaux coûteux 

2. Toxicité Cd et Te très 

élevée et polluant. 

3. tellure est un élément 

rare 

4. le rendement presque 

faible 16,7 % (laboratoire) 

 

 
(SiGe), 
 

 (Si1-xGex  ) présentent les 

avantages liés à la technologie 

des couches minces[83] 

un rendement cellulaire 

plutôt faible à cause de la 

faible épaisseur de la 

couche mince.[84]  

 

http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/energie-solaire-de-la-peinture-photovoltaique-pour-nos-maisons_35524/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/energie-solaire-de-la-peinture-photovoltaique-pour-nos-maisons_35524/
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GaSb 

rendement de conversion 

supérieur à 28%, à la 

température 300 K de la cellule 

réalisable.  

 

Ce rendement diminuera 

avec l’augmentation de la 

température de la 

cellule. [85].  

 

 

 

 

Tableau III.3  les avantages, les problèmes et les solutions pour chaque composés 

Les cellules solaires à base de GaAs, , sont plus efficaces que Si pour la conversion de 

l'énergie du (spectre solaire hors atmosphère), qui représentent une part élevée du spectre 

solaire hors atmosphère (notamment dans l'hypothèse de cellules solaires pour satellites[86]), 

Cellule multi jonction (technologie spatiale) GaAs est très chère : 25-30%( Module prototype 

Maximum), 39% (en laboratoire) 

Le CdTe ou Tellurure de Cadmium est un semi conducteur qui peut être utilisé comme 

matériau photovoltaïque dans les panneaux solaires souples.  

CdSe peut être utilisé avec d’autre composés organiques pour des matériaux hybrides 

organiques/inorganiques. [87] 

AlGaAs/GaAs[88], GaAs/Ge[89], CdS/CdTe[90], InGaP/GaAs[91] et le GaAs/GaSb[92], 

permettent une amélioration des cellules PV. 

III-4-2 :Diode Laser : 

Les diodes lasers  les plus courants et les plus efficaces actuellement, utilisent les 

matériaux ternaires et quaternaires.  

Le tableau III-3 suivant représente les différents composés de la diode laser avec des 

exemples de structure et longueur d’onde. 
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Composé Exemples 

GaAs - InGaAsP/GaAs (808nm)[93] 

- InGaAs/AlGaAs/GaAs(800-1000nm)[94] 

-InGaAsN/GaAs(1.5 μm)[95] 

InP -Lasers à InGaAsP/InP (1550nm)[96] 

--Lasers à InGaAsP/InP (1300 – 1600nm) 

 -InAs/InP  ( 1.55 μm)[97] 

InAs -InAs/InGaAs[98](1.3-μm) 

GaN GaN(0,4 μm) 

GaSb GaSb ( 2–5 μm) 

 
 

Le Tableau III-3 : les différents composés de la diode laser avec des exemples de structure et 

longueur d’onde. 

Les composés binaires (GaAs ,InP ,InAs ) restent utiliser comme substrat pour réaliser 

ou fabriquer  les diode lasers  à  hétéro- structures. 

Les candidats pour accéder aux courtes longueurs d’onde (bleu, violet), sont des semi-

conducteurs à grande bande interdite comme le séléniure de zinc (ZnSe), le nitrure de gallium 

(GaN), ou encore le carbure de silicium (SiC). 

Pour le laser bleu-violet à base de GaN, de nombreuses difficultés, liées 

principalement à l’élaboration des matériaux, ont été autant de défis technologiques à relever  

Les diodes laser actuellement commercialisées ont une puissance de 4 mW. Des lasers 

pouvant atteindre 20 mW en mode continu ont été réalisés. [99] 

III-4-3 :Amplificateur optique à semi-conducteur (SOA)  

Plusieurs types d’amplificateurs optiques ont été développés au cours des années 1980, 

et l'utilisation  des  amplificateurs  optiques  pour  les  systèmes  de  transmission  long-

courriers  s'est répandue au cours des années 1990.  

-Il existe deux types principaux d'amplificateurs optiques : 

.les amplificateurs  optiques  à  semi-conducteurs  (SOA : semiconductor  optical  amplifier)   

et les amplificateurs à fibre optique tels que les amplificateurs à fibre dopée à l'erbium 

(EDFA: Erbium doped fiber amplifier). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022024809001894
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS1631070503000987&ei=EEd1U6bMI8j70gXxkYGwAw&usg=AFQjCNHm9bdxCDb6mb1P64jtWfBN_dROSA&sig2=bnhTWTDPfdFkuPngDDEidA
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  Les amplificateurs optiques à semi-conducteurs (SOA) utilisent les composés III-V 

(comme GaAs, InP) comme substrat. 

Les SOA sont développés pour interagir avec les signaux optiques de 

télécommunications, autour de 1550 nm.  

Les matériaux typiquement utilisés sont les composés quaternaires [100] base 

d'InGaAsP déposés sur un substrat d'InP. 

Les amplificateurs optiques à semi-conducteurs restent plus bruité et leurs gain plus 

modeste que les amplificateurs à fibre dopée terre rare, ce qui laisse les chercheurs, au 

moins dans cette période, travaillent plus sur les amplificateurs à fibre dopée terre rare.  

III-4-4 :Diode électroluminescentes  LEDs 

SiC et GaP ont été utilisés avant la période choisie et ils sont abandonnés à cause de 

leurs gaps qui sont indirects. Leurs alternatives sont le GaAs et le GaN.  

GaN, par ces propriétés physico-chimiques intéressantes, est un très bon candidat pour  

la réalisation des diodes électroluminescentes LEDs dans le domaine de l’éclairage  

Les LEDs bleues ou blanches actuelles sont généralement constituées à base de nitrure de 

gallium (GaN) sous la forme d’une multi-couche planaire. La grande différence d’indice de 

réfraction entre le matériau composant la LED (n = 2.45 pour le GaN) et l’air limite 

l’extraction par face à seulement 5%. Différentes techniques sont mises en oeuvre pour 

augmenter ce rendement qui peut atteindre 80%.[101] La fabrication des composants LEDs à 

base de nitrure de gallium (GaN) connaît actuellement une grande expansion. 

 En utilisant le système d’alliages de nitrure InGaAlN, des LEDs de longueurs d'onde 

allant de l'ultraviolet (UV) au bleu/vert peuvent être réalisées avec une très bonne efficacité. 

Conclusion 

Dans ce chapitre on a exposé les résultats de notre recherche sur les composés semi-

conducteurs binaires et sur les composants optoélectroniques qui utilisent ces composés. On a 

classifie ces composés en quatre groupes suivant leurs utilisation dans les composants 

optoélectroniques. On a traité les composés qui sont favorisés par les chercheurs 

d’optoélectronique.      
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                                                          Conclusion générale 
 

Dans ce travail, on a pu tracer une carte des composés binaires qui sont utilisés dans 

l’optoélectronique, qui peut être une base de données. on a pu classer ces composés en quatre 

groupes : le premier groupe se compose de trois composés, les plus utilisés, suivis par le 

deuxième groupe qui se compose de cinq composés, les moins utilisés, la troisième groupe 

regroupe les composés qu’on les trouve avec d'autres dans les composants optoélectroniques 

et enfin les composés qu’on les trouve dans la littérature et qu’ils ne sont pas utilisés dans les 

composants optoélectronique. On peut  conclure que :      

 

 Les composées  binaires  ont acquis une importance considérable. Ils sont à la base 

de tous les composants optoélectroniques directement ou indirectement. (Source et 

Photodétecteures). 

 Les composés binaires sont utilisés plus comme  base pour les composés ternaires et 

quaternaire et pour réaliser les hétérojonctions. 

 Les cellules solaires à base de matériaux GaAs ,CdTe, CdSe ,GaSb, SiGe, peuvent, 

avec les développements des technologies d’élaboration microélectronique constituer 

des dispositifs prometteurs dans le domaine de la conversion photovoltaïque. 

 Le GaN est le composé favori du  LED. 



 

 

 

 ملخص 

عن المقالات العلمية الخاصة بالمواد نصف ناقلة الثنائية المستعملة في المجال المركبات  بالاطلاعدراستنا  تبدأ 

الكهروضوئية ) الخلايا الكهروضوئية ، ديود لزير ،الديود الضوئي ،المضخم الضوئي ( لفترة محددة  ومن قاعدة بيانات 

 5محددة 

ويتكون من الثلاثة  الأول : أقسام أربعة إلينقسم هذه المواد  أنيقارب من سبعين مقال استطعنا  بعد فحص ما  

استعمالا ثم القسم الثالث الذي يتكون من العناصر  الأقلاستعمالا يليه القسم الثاني ويتكون من خمسة عناصر  الأكثرعناصر 

العناصر المذكورة في المراجع لكن لا تستعمل في مكونات   أخيراالتي تلعب دورا مكملا في المركبات الكهروضوئية و 

 العناصر الكهروضوئية جمعت في القسم الرابع 5

في مجال  أخرىبعض العناصر و استعمال  استبعاد إلى أدتالتي  الأسباببعد ذلك بمناقشة نبين فيها بعض  قمنا 

  5المركبات الكهروضوئية

لثلاثية و الرباعية المستخدمة الموصلات الثنائية ،ا أشباهللبحوث في مجال استخدام  أساسايمكن لهذا العمل يوفر  

 مجال المركبات الكهروضوئية 5ي ف

 

 : الكلمات المفتاحية

 النواقل الثنائية ، الخلايا الكهروضوئي ، ديود لزير ، الديود الضوئي ، المضخم الضوئي  أنصاف

 

 

Résumé :notre étude commence par une consultation des articles scientifique concernant les 

semi-conducteurs binaires utilisés dans les composants optoélectronique partir d’une base de 

données déterminée et pour une période déterminée(cellule photovoltaïque, diode laser ,diode 

électroluminescente, amplificateur optique) 

Après avoir examiné prés de soixante-dix articles, on a pu classer ces composés les plus 

utilisés suivis par le deuxième qui se compose des cinq composés les moins utilisés ,le 

troisième regroupe les composés qui jouent un rôle complémentaire dans les composants 

optoélectroniques et enfin les composés qu’on les trouve dans la littérature et qu’ils ne sont 

pas utilisés dans les composants optoélectronique sont regroupés dans le quatrième groupe. 

Nous avons discuté ensuite quelques raisons qui ont conduit à l’exclusion de certains 

composés et l’utilisés d’autres dans le domaine des composants optoélectroniques. 

Ce travail peut constituer une base pour la recherche dans l’utilisation des semi-conducteurs 

binaires, ternaires, quaternaires utilisés dans les composants optoélectroniques. 

 

Mots clés :les semi-conducteurs binaires ;cellule photovoltaïque ;diode laser ;diode 

électroluminescente ;amplificateur optique. 

 
 

 

Abstract :Our study begins with a consultation of scientific on binary semiconductors used in 

optoeoelectronic components for a specified and a specifid database  (photovoltaic cell , laser 

diode, light emitting diode , optical amplifier). 

After having examined nearly seventy articles, we were able to classify these compounds into 

four groups : the first consist of the three moste used compounds followed by the second 

consists of the fife less used compounds , the third includes compounds that play a 

complementary role in optoelectronics components and finally the compounds that are found 

in the literature and thy are not used in optoelectronics are grouped in the fourth group. 

We then discussed some of the reasons which led to the exclusion of certain compounds and 

the use of others in the field of optoelectronic components . 

 

Keywords : binry semiconductors; photovoltaic cell ; laser diode ; light emitting diode ; 

optical amplifier .   


